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【はじめに】GaN は、大きな禁制帯幅、高い絶縁破壊電界、高い電子移動度、高い飽和電子速度

を有するので、高効率パワーMOSFET 向けの材料として有望である。n-チャネルの高効率 GaN 

MOSFET 実現のためには、絶縁体と p-GaN との界面の制御が必須となる。我々はこれまで、Mg

ドープ p-GaNに対して、Al2O3との界面について、サブバンドギャップ光支援 C–V測定による界

面近傍禁制帯内準位の評価を行い、光電気化学 (PEC) エッチングにより表面近傍欠陥準位の除去

が可能なことを示した。1) 今回は、より高濃度にドープした p-GaNを用いたMOS構造に対して、

サブバンドギャップ光支援 C–V測定を試みた。 

【実験方法】MOVPE法により、n-GaN自立基板上に高濃度 pn接合を介して p-GaNエピタキシャ

ル層(NA = 2×1018 cm-3)を成長し、窒素雰囲気中で 800℃、5分間のアニールを行った。その後、ALD 

Al2O3層と Ti/Au電極の形成を行い、裏面に Ti/Auオーミックコンタクトを形成し、MOSダイオー

ドを作製した。完成後、界面での乱れに起因した界面準位の密度低減を図るため、2) 同ダイオー

ドに大気中 300℃、3時間の熱処理（PMA）を施してからサブバンドギャップ光支援 C–V測定を

行った。 

【結果と議論】作製したMOSダイオードにおいて、Fig.1のようなサブバンドギャップ光支援 C–V

特性が得られた。サブバンドギャップ光をバイアス 10Vにおいて、10分間照射し、その後、暗中

で C–V測定を行った。ミッドギャップ付近に高密度の禁制帯内準位があれば、バンドギャップの

半分を超えるエネルギーの光照射により反転層が形成される。実際に、より低いドーピング濃度

(NA = 1×1017 cm-3)の試料においては、1.8 eV以上のエネルギーの光照射により反転層の形成が見ら

れた。1) しかし、今回の試料においては反転層の形成が見られないうえに、より低いドーピング

濃度の試料に比べて、全体の容量変化が大きく、光エネルギーに依存した電圧シフトが小さいこ

とから、ドーピング濃度を上げることによりミッド

ギャップ付近における界面準位密度も界面近傍欠陥

準位密度も低減したと考えられる。同様の結果が、

より低いドーピング濃度の p-GaN に対して表面を

16.5 nm 程度 PEC エッチングした場合にもみられた
1)ことから、ドーピング濃度を上げたことにより、特

に p-GaN表面近傍の欠陥が低減した可能性が高い。 
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Fig. 1. Sub-bandgap-light-assisted C–V 

characteristics of the MOS diode with highly 

Mg-doped p-GaN. 
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